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Priifungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

© Halbleitereinrichtung mit Schutzisolierschicht und Herstellungsverfahren fur diesetbe 

© Es wird sine Halbleitereinrichtung mit einer Schutzisolier- 
schicht beschrieben. Diese Halbleitereinrichtung enthalt ein 
Halbleitersubstrat (1), Elemente (2) und ein Verbindungsmu- 
ster (4). das auf dem Halbleitersubstrat (1) angeordnet und 
eiektrisch mit den Elementen (2) verbunden ist. Eine Silizi- 
umoxynitridschicht (100) ist auf dem Halbleitersubstrat (1) 
so angeordnet. daft sie das Verbindungsmuster (4) bedeckt. 
Die Siliziumoxynitridschicht ist mittels eines chemischen 
Gasphasenabscheidungsverf ahrens unter Verwendung eines 
Plasmas und eines organisches Silan und ein Nitriergas 
enthaltenden Mischgases abgeschieden und weist daher 
eine uberlegene Stufenbedeckung auf. Die Siliziumoxynitrid- 
schicht zeigt ein sehr gutes Sperrvermogen gegenuber von 
auften kommender Feuchtigkeit. Damit wird eine in bezug 
^ auf die Zuverlassigkeit wie die Feuchtigkeitsbestandigkeit 
uberlegene Halbleitereinrichtung erhalten. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf 
Halbleitereinrichtungen und im besonderen auf eine 
Halbleitereinrichtung, deren Elemente mit einer Schutz- 
isolierschicht bedeckt sind, urn auBere Umgebungsein- 
flusse auf die Elemente wie Feuchtigkeit mechanische 
Belastungen und Shnliche auszuschlieBen. Die Erfin- 
dung bezieht sich weiter auf ein Herstellungsverfahren 
fUr eine solche Halbleitereinrichtung. 

Bei einer Halbleitereinrichtung werden nach der Bil- 
dung der Elemente auf einem Halbleitersubstrat die Ele- 
mente mit einer Schutzisolierschicht bedeckt und dann 
in einem GieBharzgehause oder einem keramischen Ge- 
hause untergebracht, urn den EinfluB auBerer Faktoren 
in der Umgebung, wie Feuchtigkeit, mechanische Bela- 
stungen etc. auszuschlieBen. 

Fig. 1 ist eine Querschnittsdarstellung einer her- 
kommlichen inGieBharz versiegelten Halbleitereinrich- 
tung. Fig. 2 ist eine vergroBerte Ansicht des Teiles A in 
Fig. 1. 

Nach Fig. 1 wird ein Chip 21 auf einer Halte-An- 
schluBflache 23a angeordnet Auf dem Chip 21 sind Ele- 
mente gebildet. Eine Elektrode des Chips 21 und ein 
Leiter 23b sind durch einen Bonddraht 24 elektrisch 
miteinander verbunden. Die Halte-AnschluBfiache 23a 
zusammen mit dem Leiter (AnschluBstift) 23b wird als 
Sockel 23 bezeichnet Auf dem Chip 21 ist eine Schutz- 
isolierschicht 5 gebildet Der Chip 21 ist durch eine 
GieBharz-Versiegelungssubstanz 25 versiegelt. 

Nach Fig. 2 wird eine genauere Beschreibung des 
Aufbaus des oben erwahnten Chips gegeben. Im folgen- 
den wird ein DRAM (dynamischer Speicher mit wahl- 
freiem Zugriff) als Beispiel beschrieben. Ein DRAM- 
Element 2 (gestapelte Kondensatorzelle) ist auf der 
Oberflache eines Silizium-Halbleitersubstrates 1 gebil- 
det Auf dem DRAM -Element 2 ist eine erste Isolier- 
schicht 3 abgeschieden. Eine erste Verbindung 4 ist auf 
der ersten Isolierschicht 3 gebildet Eine Schutzisolier- 
schicht 5 ist zur Bedeckung der ersten Verbindung 4 
abgeschieden. Die Schutzisolierschicht 5 ist mit einer 
Offnung 5a zum Freilegen einer Bond-AnschluBflache 6 
versehen. Der Bonddraht 24 ist mit der Bond-AnschluB- 
flache 6 verbunden, urn den externen AnschluB 23b und 
die erste Verbindung 4 miteinander zu verbinden. 

Nun wird eine Beschreibung des Herstellungsverfah- 
rens der DRAM-Einrichtung nach Fig. 2 in Verbindung 
mit den Fig. 3A bis 3F gegeben. 

Obgleich Mehrschicht-Verbindungsstrukturen aus 
Polysilizium-Verbindungen, Metallsilizid-Verbindungen 
mit hohem Schmelzpunkt, Metallverbindungen mit ho- 
hem Schmelzpunkt Aluminiumverbindungen etc als 
Verbindungsstrukturen bekannt sind, ist in Fig. 2 der 
Fall gezeigt, daB die erste Verbindung 4 eine Alumini- 
umverbindung und eine Einschicht-Verbindungsstruk- 
tur ist, und diese wird im folgenden zur Vereinfachung 
beschrieben. 

Nach Fig. 3A wird das DRAM-Element (die gestapel- 
te Kondensatorzelle) 2 durch Anordnen einer Oxid- 
schicht zur Elementisolation 301, einer Transfergatee- 
lektrode 302, einer Storstellendiffusionsschicht 303, ei- 
ner Wortleitung 304, eines Speicherknotens 305, einer 
Kondensatorisolierschicht 306 und einer Zellplatte 307 
auf der Oberflache des Silizium-Halbleitersubstrates 1 
gebildet. 

Nun wird gemSB Fig. 3B eine erste Isolierschicht 3 
auf die Oberflache des Silizium-Halbleitersubstrates 1, 
auf der das DRAM-Element 2 gebildet ist abgeschie- 



den. Dann wird in einem vorbestimmten Teil der ersten 
Isolierschicht 3 durch ein photolithographisches Verfah- 
ren und ein Atzverfahren ein Kontaktloch 308 gebildet 
Eine Aluminiumverbindung als erste Verbindung wird 

5 als eine Bitleitung gebildet. Die erste Verbindung 4 ent- 
halt die Bond-AnschluBflache 6. 

Nach Fig. 3C wird eine Siliziumoxidschicht d. h. die 
Schutzisolierschicht 5, auf die Oberflache des Silizium- 
Halbleitersubstrates 1 unter Nutzung eines Gasphasen- 

io abscheidungsverfahrens (im folgenden als CVD-Verfah- 
ren bezeichnet) unter Verwendung beispielsweise eines 
Silan(SiH4)-Gases und eines Suckoxid(N20)-Gases bei 
einer Schichtabscheidungstemperatur im Bereich von 
300 bis 450° C und unter Nutzung von Warme oder 

is Plasma abgeschieden. 

Nach Fig. 3D wird die Offnung 5a in der Schutziso- 
lierschicht 5 durch ein photolithographisches Verfahren 
oder ein Atzverfahren zur Freilegung der Bond-An- 
schluBflache 6 zur Ausfuhrung eines Drahtbondens ge- 

20 bildet 

Nun wird, wie die Fig. 1 und 3E zeigen, das Halblei- 
tersubstrat 1 mit den darauf gebildeten Elementen 
durch In-Stucke-Schneiden geteilt, urn den Halbleiter- 
chip 21 zu erzeugen. Der Halbleiterchip 21 wird dann 
25 durch Loten oder mit einem leitfahigen Harz mit der 
Halte-AnschluBflache 23a des Sockels 23 verbunden. 
Dann werden die Bond-AnschluBflache 6 und der An- 
schluBstift 23b des Sockels durch den Bonddraht 24 ver- 
bunden. 

30 Wie Fig.3F zeigt, wird die Einrichtung schlieBlich 
durch das GieBharz-Versiegelungsmittel 25 vollstandig 
eingeschlossen. 

Neben dem oben bechriebenen Siliziumoxidfilm wer- 
den auch ein Siliziumnitridfilm, der durch ein CVD-Ver- 

35 fahren unter Verwendung von Silan und Nitrid oder 
Ammoniak gebildet wird, ein Siliziumoxynitridfilm, der 
durch ein CVD-Verfahren unter Nutzung von Stickoxid 
gebildet wird, oder ein Schichtaufbau aus diesen Filmen 
etc. als Schutzisolierschicht verwendet 

40 Die herkdmmliche, gieBharzversiegelte Halbleiter- 
einrichtung mit dem oben beschriebenen Aufbau weist 
die folgenden Probleme auf. 

Mit der Entwicklung zu hoherer Leistungsfahigkeit 
der Halbleitereinrichtungen hin wird die Flache des 

45 Halbleiterchips 21 in Fig. 4 tendentiell groBer. Wenn ein 
Halbleiterchip mit einer solch groBen Flache, wie in 
Fig. 4 gezeigt, verpackt wird, fuhrt die durch das GieB- 
harz 25 erzeugte Druckspannung 26 zu Problemen. Mit 
anderen Worten, die Druckspannung 26 des GieBharzes 

so 25 wirkt auf die Oberflache des Halbleiterchips 21 ein, 
und dadurch wird die erste Verbindung 4 (Aluminium- 
verbindung) mechanisch deformiert (Gleiterscheinung 
der Aluminiumverbindung), wie in Fig. 5, die eine ver- 
groBerte Ansicht des Teiles A in Fig. 4 ist, gezeigt Da- 

55 durch wird ein Bruch in der Schutzisolierschicht 5 er- 
zeugt Die Existenz eines solchen Bruches in der Schutz- 
isolierschicht 5 erm6glicht einen Eintritt von Feuchtig- 
keit 9 tiber das GieBharz 25 von auBen, die schlieBlich 
die erste Verbindung 4 erreicht und diese korrodiert 

60 Ein solcher korrodierter Abschnitt 10 verringert die Zu- 
verlassigkeit der Halbleitereinrichtung. 

Eine Losung dieses Problems ist es, die mechanische 
Starke des Stufenabschnittes der ersten Verbindung 4 
derart anzuheben, daB sie die Druckspannung 26 des 

65 GieBharzes 25 aushalt Bei einer Siliziumoxidschicht des 
Silantyps, die mit einem herkSmmlichen Verfahren ab- 
geschieden wird, A h. einer Plasma-CVD-Siliziumoxid- 
schicht des SiH4 + N20-Typs, findet eine Schichtab- 
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scheidungsreaktion (nach dem Verfahren des Bildens der Schutzisolierschicht im Stufenbereich nicht dunn. 

einer Schicht bei dem die Schichtbestandteile durch Re- Infolgedessen kann die mechanische Belastbarkeit der 

aktion im Gas gebildet und dann auf das Substrat abge- Schutzisolierschicht auf ein Niveau erhdht werden, wo 

schieden werden) hauptsachlich schichtweise statt, und sie ausreichend ist urn die Druckspannung des GieBhar- 

damit ist die Stufenbedeckung am Stufenabschnitt 31 5 zes auszuhalten. Die mechanische Deformation des Ver- 

der ersten Verbindung 4 schlecht Wie in Fig. 6B ge- bindungsmusters oder die Bildung von Briichen in der 

zeigt ist auch, wenn eine Schutzisolierschicht 32 abge- Schutzisolierschicht infolge der Deformation kann da- 

schieden wird, die dick ist (1 ujti), die Stufenbedeckung mit verhindert werden. 

nicht so gut, daB die Schichtdicke des Stufenabschnitts AuBerdem ist die eine Siliziumoxynitridschicht ein- 

33 der ersten Verbindung 4 groB genug gemacht wer- 10 schlieBende Isolierschicht mit N-Atomen mit kleinem 

den konnte. Dieses Verfahren kann damit nicht zur L6- Radius feiner als eine Siliziumoxidschicht, wodurch gute 

sung des oben beschriebenen Problems verwendet wer- Sperrwirkung gegenuber von auBen kommender 

den. Feuchtigkeit erreicht wird Auf diese Weise wird eine 

Das gilt auch fur andere Falle, bei denen eine mit Silan Halbleitereinrichtung mit Qberlegener ZuverlSssigkeit 

abgeschiedene Siliziumnitridschicht eine Siliziumoxyni- 15 wie Feuchugkeitsbestandigkeit etc bereitgestellt 

tridschicht oder ahnliche verwendet werden. Eine Halbleitereinrichtung nach einem weiteren 

Jungst wurde uber die Verwendung einer Plasma- Aspekt der vorliegenden Erfindung weist ein Halblei- 
CVD-Siliziumoxidschicht unter Nutzung von Tetraet- tersubstrat, auf dem Elemente gebildet sind, ein auf dem 
hoxysilan (TEOS) und Sauerstoff als Schicht mit liberie- Halbleitersubstrat angeordnetes und elektrisch mit den 
gener Stufenbedeckung berichtet, aber die sich erge- 20 Elementen verbundenes Verbindungsmuster und eine 
bende Schicht ist eine Siliziumoxidschicht, die nicht so auf dem Halbleitersubstrat angeordnete Siliziumoxyni- 
feinkornig wie eine Siliziumnitridschicht oder eine Sili- tridschicht zur Bedeckung des Verbindungsmusters auf, 
ziumoxynitridschicht ist, die herkommlicherweise als die 0,01 bis 0,5Gew.-% von Hydroxylgruppen enthalt 
Schutzisolierschicht verwendet werden. Die Schicht ist Das Herstellungsverfahren fur eine Halbleitereinrich- 
damit in bezug auf die Sperrwirkung gegentlber von 25 tung nach einem weiteren Aspekt der Erfindung weist 
auBen kommender Feuchtigkeit unterlegen, und sie die Schritte des Bildens von Elementen auf dem Halblei- 
kann keine Druckspannungen des GieBharzes verkraf- tersubstrat, des Bildens eines elektrisch mit den Elemen- 
ten. Die Siliziumoxidschicht ist damit in bezug auf me- ten verbundenen Verbindungsmusters auf dem Halblei- 
chanische Belastbarkeit ungenugend. tersubstrat und des Abscheidens einer Siliziumoxyni- 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Stu- 30 tridschicht auf dem Verbindungsmuster auf. Die Silizi- 

fenbedeckung einer Schutzisolierschicht einer Halblei- umoxynitridschtcht wird durch ein CVD-Verfahren un- 

tereinrichtung mit Schutzisolierschicht zu verbessern ter Verwendung eines Plasmas und eines Mischgases, 

und damit eine verbesserte Halbleitereinrichtung mit das ein organisches Silangas und ein Nitriergas enthalt, 

Schutzisolierschicht in bezug auf die Druckspannungs- bei einer Schichtbildungstemperatur im Bereich von 300 

festigkeit, die Feuchtigkeitsbestandigkeit und allgemein 35 bis 450° C unter einem Schichtbildungsdruck im Bereich 

die Zuverlassigkeit bereitzustellen. Es ist weiterhin Auf- von 10 bis 100 Torr abgeschieden. 

gabe der vorliegenden Erfindung, ein Herstellungsver- Bei dem erfindungsgemaBen Herstellungsverfahren 

fahren fur eine in bezug auf die Druckspannungsfestig- fur eine Halbleitereinrichtung wird uberlegene Stufen- 

keit, Feuchtigkeitsbestandigkeit und allgemein Zuver- bedeckung erreicht, da eine Schichtbildungsreaktion 

lassigkeit verbesserte Halbleitereinrichtung bereitzu- 40 (spezifisch fur eine Schichtbildungsreaktion unter Ver- 

stellen. wendung eines organischen Silans) hauptsachlich an der 

Urn diese Aufgabe zu erfullen, weist eine erfindungs- Oberfl&che des Substrates stattfindet Damit wird bei 

gemaBe Halbleitereinrichtung ein Halbleitersubstrat, Abscheidung der Schicht auf dem Verbindungsmuster 

auf dem Elemente gebildet sind, eine auf dem Halblei- die Schutzisolierschicht im Stufenbereich nicht so gebil- 

tersubstrat angeordnete und mit den Elementen elek- 45 det, daB sie dunn ist Infolgedessen kann die mechani- 

trisch verbundene strukturierte Verbindung und eine sche Starke der Schutzisolierschicht auf ein Niveau er- 

auf dem Halbleitersubstrat zur Bedeckung der Verbin- hoht werden, das ausreicht, die Druckspannung des 

dungsstruktur angeordnete Siliziumoxynitridschicht GieBharzes zu verkraften. Die nach diesem Verfahren 

auf. Die Siliziumoxynitridschicht wird mittels eines gebildete Schutzisolierschicht, die eine Siliziumoxyni- 

CVD-Verfahrens mit Plasma unter Verwendung eines 50 tridschicht ist, ist feiner als eine Siliziumoxidschicht und 

Mischgases aus einem organischen Silangas und einem weist damit eine uberlegene Sperrcharakteristik gegen- 

Nitriergas abgeschieden. uber von auBen kommender Feuchtigkeit auf. Auf diese 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- Weise kann eine Halbleitereinrichtung mit Qberlegener 

dung wird die oben erwahnte Siliziumoxynitridschicht Zuverlassigkeit wie Feuchtigkeitsbestandigkeit bereit- 

bei einer Schichtbildungstemperatur im Bereich von 300 55 gestellt werden. 

bis 450° C unter einem Schichtbildungsdruck im Bereich Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfin- 

von 10 bis 100 Torr gebildet dung ergeben sich aus der Erlauterung von Ausfuh- 

Bei einer erfindungsgemaBen Halbleitereinrichtung rungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figuren 

wird eine Schutzisolierschicht aus einer Siliziumoxyni- zeigen: 

tridschicht durch ein CVD-Verfahren unter Verwen- 60 Fig. 1 eine Querschnittsdarstellung, die eine Halblei- 

dung eines Plasmas und eines ein organisches Silangas tereinrichtung mit einer herkommlichen GieBharzver- 

und ein Nitriergas enthaltenden Gases gebildet. Die Sili- kapselung zeigt; 

ziumoxynitridschicht hat eine Uberlegene Stufenbedek- Fig. 2 eine vergrbBerte Darstellung des Teiles A in 

kung, da ihre Schichtbildungsreaktion (spezifisch fflr ei- Fig. 1 ; 

nen SchichtbildungsprozeB, der organisches Silan ver- 65 Fig. 3A bis 3F Querschnitts-Teildarstellungen der in 

wendet) hauptsachlich an der Oberfiache des Substrates Fig. 2 gezeigten Halbleitereinrichtung in aufeinander- 

stattfindet Beim Abscheiden der Siliziumoxynitrid- folgenden Stufen des Herstellungsverfahrens; 

schicht auf das Verbindungsmuster ist die Schichtdicke Fig. 4 eine Prinzipdarstellung, die das Problem einer 
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Halbleitereinrichtung mit herkommlicher GieBharzver- scheiden der Schutzisolierschicht 100 auf der ersten 

kapselung zeigt; Verbindung 4 die Schichtdicke im Stufenabschnitt nicht 

Fig. 5 eine vergroBerte Darstellung des Teiles A in dunn, da die Schutzisolierschicht 100 ilberlegene Stuf en- 

Flg.4; bedeckung aufweist Im Ergebnis dessen kann die me* 

Fig. 6A eine Darstellung der Stufenbedeckung durch 5 chanische Starke der Schutzisolierschicht 100 auf ein 

eine"SiH4 + N20-Plasma-CVD-Siliziumoxidschicht n ; Niveau erhoht werden, das ausreicht, um die Druck- 

Fig. 6B eine Darstellung des Falles, daB deren spannung durch das GieBharzversiegelungsmittel 25 

Schichtdicke groBer gemacht wird; auszuhalten. Infolgedessen kdnnen mechanische Defor- 

Fig. 7 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- mationen der ersten Verbindung 4 und infolge der De- 

einrichtung nach einer ersten Ausfuhrungsform; 10 formation in der Schutzschicht 100 gebildete Bruche 

Fig. 8A bis 8F Querschnitts-Teildarstellungen der in verhindert werden. 

Fig. 7 gezeigten Halbleitereinrichtung in aufeinander- Die Schutzisolierschicht 100, die eine Siliziumoxyni- 

folgendenStufendesHerstellungsverfahrens; tridschicht aufweist, enthalt Stickstoffatome, die einen 

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer CVD-An- kleinen Radius haben, und ist damit feiner als eine Silizi- 

lage, die zur Abscheidung einer Schutzisolierschicht 15 umoxidschicht Im Ergebnis dessen hat die Schutziso- 

verwendet wird; lierschicht 100 eine uberlegene Sperrcharakteristik ge- 

Fig. 10 eine schematische Darstellung, die zeigt, wie geniiber von auBen kommender Feuchtigkeit Damit 

eine Siliziumoxynitridschicht mittels eines Plasma- kann eine Halbleitereinrichtung mit tiberlegener Zuver- 

CVD-Verfahrens unter Verwendung von TEOS/ lassigkeit wie Feuchtigkeitsbestandigkeit bereitgestellf 

NH3/N2 gebildet wird; 20 werden. 

Fig. 1 1 eine chemische Strukturformel, die eine Silizi- Im folgenden wird das Herstellungsverfahren der 

umoxynitridschicht, die erfindungsgemafl hergestellt Halbleitereinrichtung nach Fig. 7 in Verbindung mit den 

wurde, darstellt; Fig. 8A bis 8F beschrieben. 

Fig. 12 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- Nach Fig. 8A wird auf der Oberflache eines Silizium- 

einrichtung nach einer anderen Ausfuhrungsform; 25 Halbleitersubstrates 1 ein DRAM-Element 2 (gestapelte 

Fig. 13 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- Kondensatorzelle) aus einer Oxidschicht 301 zur Ele- 

einrichtung nach einer weiteren Ausfuhrungsform; mentisolation, einer Transfergateelektrode 302, einer 

Fig. 14 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- Storstellendiffusionsschicht 303, einer Wortleitung 304, 

einrichtung nach einer weiteren Ausfuhrungsform; einem Speicherknoten 305, einer Kondensatorisolier- 

Fig. 15 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- 30 schicht 306 und einer Zellplatte 307 gebildet. 

einrichtung nach einer weiteren Ausfuhrungsform; Nach Fig. 8B wird auf der gesamten Oberflache des 

Fig. 16 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- Silizium-Halbleitersubstrates 1 einschlieBlich des 

einrichtung nach einer weiteren Ausfuhrungsform; und DRAM-Elementes 2 darauf eine erste Isolierschicht 3 

Fig. 1 7 eine Querschnittsdarstellung einer Halbleiter- abgeschieden. Ein Kontaktloch 308 wird in einer vorbe- 

einrichtung nach einer weiteren Ausfuhrungsform. 35 stimmten Position in der ersten Isolierschicht 3 durch 

Nach Fig. 7 ist ein DRAM-Element 2 (gestapelte Photolithographie und Atzverfahren erzeugt Dann 

Kondensatorzelle) auf der Oberflache eines Silizium- wird eine erste Verbindung 4, eine Aluminiumverbin- 

Halbleitersubstrates gebildet Eine erste Isolierschicht 3 dung, als Bitleitung gebildet Die erste Verbindung 4 

ist so gebildet daB sie das DRAM-Element 2 bedeckt enthalt eine Bond-AnschluBflache 6. 

Auf der ersten Isolierschicht 3 ist ein erstes Verbin- 40 Nach Fig. 8C wird unter Verwendung von Tetraet- 

dungsmuster 4 gebildet Das erste Verbindungsmuster 4 hoxysilan (TEOS), das ein organisches Silan ist, und Am- 

enthalt eine Bond-AnschluBflache. Eine Schutzisolier- moniak- und Stickstoffgas (Stickstoffgas als Tragergas), 

schicht 100 ist auf der AuBenisolierschicht 3 so gebildet, die beide Nitriergase sind, eine Siliziumoxynitridschicht 

dafl sie die erste Verbindung 4 bedeckt Die Schutziso- 100 durch ein CVD-Verfahren unter Verwendung von 

lierschicht 100 ist eine Siliziumoxynitridschicht, die nach 45 Plasma so abgeschieden, daB sie die erste Verbindung 4 

einem CVD-Verfahren unter Verwendung eines Plas- bedeckt Im folgenden wird die Siliziumoxynitridschicht 

mas und eines organisches Silan und ein Nitriergas ent- 100 als "TEOS + NH3+ N2-Plasma-CVD-Siliziumoxyni- 

haltenden Gases abgeschieden ist Anhand des Infrarot- tridschicht" bezeichnet 

spektrums ist nachgewiesen, daB die Siliziumoxynitrid- Die TEOS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxyni- 
schicht 100, die nach diesem Verfahren gebildet ist, 50 tridschicht" ist durch ihre Oberlegenheit bei der Stufen- 
durch die in Fig. 1 1 angegebene Strukturformel repra- bedeckung im Vergleich mit einem Silan (SiH4) benut- 
sentiert wird und 0,01 bis 0,5 Gew.-% von Hydroxyl- zenden Verfahren gekennzeichnet, da ein groBer Teil 
gruppen enthalt Die Siliziumoxynitridschicht 100 hat derSchichtabscheidungsreaktion,waseinCharakteristi- 
infolge der Schichtabscheidungsreaktion (die im folgen- kum des Schichtbildungsprozesses unter Verwendung 
den im einzelnen beschrieben werden wird) eine liberie- 55 von organischen Silanen ist, auf der Oberflache des Sub- 
gene Stufenbedeckung, die ein Charakteristikum des strates stattfindet 

Schichtbildungsprozesses unter Verwendung organi- Im folgenden wird beschrieben, warum die TE- 

schen Silans ist, der hauptsachlich auf der Oberflache OS + NH3+N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschicht" 

des Substrates stattfindet Entsprechend Fig. 7 ist beim bei der Stufenbedeckung iiberlegen ist 

Abscheiden der Schutzisolierschicht auf der ersten Ver- 60 Fig. 10 ist eine Darstellung, die schematisch zeigt wie 

bindung 4 damit die Schichtdicke im Stufenbereich nicht eine Siliziumoxynitridschicht nach dem Plasma-CVD- 

dunn. Die Schutzisolierschicht 100 ist mit einer Offnung Verfahren unter Verwendung von TEOS/NH3/N2 gebil- 

100a zum Freilegen der Bond-AnschluBflache 6 verse- det wird. Bei der Reaktion von TEOS und NH3 zerfallt 
hen. Mit der Bond-AnschluBflache 6 ist ein Bonddraht NH3 zuerst unter Erzeugung eines Stickstoffradikals. I m 
24 zum Verbinden mit dem AnschluBstift eines Sockels 65 Gas findet eine Polymerisationsreaktion des Stickstoff- 
verbunden. Die Halbleitereinrichtung wird mittels eines radikats und des TEOS statt Das durch die Polymerisa- 

GieBharzmittels 25 ganz eingegossen. tionsreaktion erzeugte Zwischenprodukt ist ein TEOS- 
Wie oben beschrieben, wird nach Fig. 7 beim Ab- Polymer mit geringem Molekulargewicht, das durch n 
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gekoppeite TEOS-Stucke gebildet wird Das im Dampf 
(Gas) gebildete TEOS- Polymer und Stickstoffradikal 
werden auf die Oberflache der ersten Isolierschicht 3 
transportiert, die eine unebene Struktur aufweist, und 
auf der Oberflache findet eine weitere Polymerisations- 
reaktion statt, wodurch eine Schicht erzeugt wird. Das 
Charakteristiken ahnlich einer Flussigkeit aufweisende 
TEOS- Polymer flieBt im Stufenbereich zusammen. Das 
ist die Ursache dafiir, warum die Schicht eine iiberlege- 
ne Stufenbedeckung aufweist 

Die erzeugte Siliziumoxynitridschicht 100 enthalt 
Stickstoff mit einem kleinen Atomradius und ist daher 
feiner als eine TEOS + 02-Plasma-CVD«Siliziumoxid- 
schicht". Im Ergebnis dessen hat die Siliziumoxynitrid- 
schich 100 uberlegene Sperrwirkung gegeniiber Feuch- 
tigkeit etc. und bildet damit eine ausgezeichnete Schutz- 
isolierschicht zur Abscheidung auf Verbindungsschich- 
ten. 

Nach Fig. 8D wird die Schutzisolierschicht 100 mit 
einer Schutzschicht 100a zum Freilegen der Bond-An- 
schluOflache 6 durch Photolithograpie und Atzverfah- 
ren versehen. 

Nach den Fig. 8E und 1 wird das Silizium-Halbleiter- 
substrat 1, auf dem Elemente gebildet sind, durch In- 
Stiicke-Schneiden geteilt, urn den Halbleiterchip 21 zu 
ergeben, und dann unldsbar mit der Halte-AnschluBfla- 
che 23a des Sockets 23 mit Lotmittel oder leitendem 
Kleber verbunden. 

Dann werden die Bond-AnschluBflache 6 und der An- 
schluB 23b des Sockels 23 durch einen Bonddraht 24 
verbunden. 

SchlieBlich wird die ganze Einrichtung durch das 
GieBharz 25 versiegelt 

Im folgenden wird eine genauere Beschreibung gege- 
ben, wie die Schutzisolierschicht gebildet wird. 

Fig. 9 ist eine Darstellung, die das Konzept einer 
CVD-Anlage zum Abscheiden einer Siliziumoxynitrid- 
schicht, d. h. einer Schutzisolierschicht, zeigt. Die CVD- 
Einrichtung weist eine Reaktionskammer 401 auf. Die 
Reaktionskammer 401 enthalt einen Gasverteilungs- 
kopf. In der Reaktionskammer 401 ist ein Substrathalter 
404 zur Aufnahme eines Halbleitersubstrates 403 ange- 
ordnet Im Substrathalter 404 ist ein Heizer 405 zum 
Heizen des Halbleitersubstrates 403 auf eine gewilnsch- 
te Temperatur vorgesehen. Eine TEOS-Gaszuftihrungs- 
leitung 406 mit einem Ventil 406a ist mit dem Gasvertei- 
lungskopf 402 verbunden. Mit dem Gasverteilungskopf 
402 ist auch eine Stickstoffgaszuleitung 407 mit einem 
Ventil 407a verbunden. Eine NH3-Gaszuftlhrungslei- 
tung 408 mit einem Ventil 408a ist mit dem Gasvertei- 
lungskopf 402 verbunden. Die Reaktionskammer 401 ist 
mit einem Vakuumevakuierungssystem 409 verbunden. 
Mit dem Gasverteilungskopf 402 und dem Substrathal- 
ter 404 ist eine Hochfrequenz(HF)-Stromversorgung 
410 verbunden. Die HF-Stromversorgung 410 wird 
durch einen Hochfrequenz-EIN/AUS-Schalter 411 ein- 
oder ausgeschaltet 

Jetzt wird der ProzeB des Abscheidens einer Silizium- 
oxynitridschicht unter Nutzung der oben beschriebenen 
CVD-Anlage beschrieben. 

Das Halbleitersubstrat 403 wird auf den Substrathal- 
ter 404 gebracht und auf eine gewunschte Temperatur 
im Bereich von beispielsweise 300 bis 450° C durch den 
Heizer 405 aufgeheizt. Mittels des Vakuumevakuie- 
rungssystems 409 wird die Reaktionskammer 401 auf 
ein gewunschtes Vakuum evakuiert, z. B. auf 10~ 4 Torr. 

Im Falle der Abscheidung einer TE- 
OS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschicht 



werden jeweils das Ventil 406a der TEOS-Gaszufuh- 
rungsleitung 406, das Ventil 407a der Stickstoffgaszu- 
fuhrungsleitung 407 und das Ventil 408a der NHaGaszu- 
fuhrungsleitung 408 geoffnet, urn eine vorgegebene 

5 Gasmenge einzuleiten, urn einen Druck im Bereich von 
10 bis lOOTorr aufrechtzuerhahen. Dann wird der HF- 
Schalter411 eingeschaltet und von der HF-Stromquelle 
410 Radiofrequenzleistung gelieferL Ein DurchfluBver- 
haltnis von TEOS zu NH3 ist vorzugsweise 1 : 10 bis 

10 1 : 30. Die HF-Leistung ist vorzugsweise im Bereich von 
0,5 bis 5 W/cm 2 . In der Reaktionskammer 401 wird da- 
mit eine aus der Reaktion im Plasma 412 sich ergebende 
Schicht abgeschieden. 
Obwohl in der beschriebenen Ausfuhrungsform alle 

15 Isolierschichten durch eine TEOS + NH3+N2-Plasma- 
CVD-Siliziumoxynitridschichf erzeugt werden, konnen 
auch Stapelstrukturen in Verbindung mit anderen Iso- 
lierschichten verwendet werden. 
Fig. 12 ist eine Querschnittsdarstellung, die eine 

20 Halbleitereinrichtung nach einer anderen Ausfuhrungs- 
form zeigt. Auf die erste Verbindung 4 ist eine TE- 
OS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschicht M 
100 abgeschieden. Auf die TEOS + NH3 + N 2 -Plasma- 
CVD-Siliziumoxynitridschicht' , 100 ist eine 

25 "SiH 4 + NH3 + N 2 -Plasma-CVD-Siliziumnitridschicht B 
201 abgeschieden. Die TEOS + NH3 + N 2 -Plasma- 
CVD-Siliziumoxynitridschicht" 100 hat vorzugsweise ei- 
ne Dicke im Bereich von 3000 bis 10 000 A, die Schicht- 
dicke der "SiH 4 + NH3 + N 2 -Plasma-CVD-Siliziumni- 

30 tridschicht" 201 ist 3000 bis 10 000 A. Die 
"SiH 4 + NH 3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumnitridschicht" 
201 ist fein und hat eine gute Feuchtigkeitssperrcharak- 
teristik. Die Feuchtigkeitsbestandigkeit der Halbleiter- 
einrichtung kann weiter durch eine Bedeckung der TE- 

35 OS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschicht" 
mit der M SiH 4 + NH 3 4-N2-Plasma-CVD.Si!iziumnitrid- 
schicht" verbessert werden. 

Die oben beschriebene w SiH 4 +NH3+N2-Plasma- 
CVD-Siliziumnitridschicht" 201 hat eine groBe Schicht- 

4 o spannung von 2xl0 9 dyn/cm 2 (Druckspannung), aber 
wenn sie auf eine fur diesen Nachteil empfindliche Halb- 
leitereinrichtung aufgebracht wird, kann die folgende 
Verbesserung vorgenommen werden. 
Fig. 13 ist eine Querschnittsdarstellung, die eine 

4 5 Halbleitereinrichtung nach einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Erfindung zeigt Nach Fig. 13 ist eine 
TEOS + NH3 + N 2 -PIasma-CVD-Siliziumoxynitrid- 
schicht" 100 iiber die erste Verbindung 4 abgeschieden. 
Dann ist auf die TEOS + NH3 + N 2 -Plasma-CVD-Silizi- 

50 umoxynitridschicht" 100 eine M SiH4 + NH3+N20-Plas- 
ma-CVD-Siliziumnitridschicht" 202 abgeschieden. Al- 
ternate wird nach Abscheiden der ersten Verbindung 4 
und der TEOS + NH3+ N 2 -Plasma-CVD-Siliziumox- 
ynitridschicht" 100 eine "SiH 4 -I- N 2 0- Plasma -CVD-Sili- 

55 ziumoxidschicht" 203 darauf abgeschieden. Mit einer 
solchen Konfiguration kann eine Halbleitereinrichtung 
mit weiter verbesserter Feuchtigkeitsbestandigkeit be- 
reitgestellt werden. 
Die Dielektrizitatskonstante der TE- 

60 OS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynit^idschicht• , 
ist etwa 4 bis 5, und wenn dies bei einer Halbleiterein- 
richtung, die Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordert, 
ein Nachteil sein kann, kann die folgende Verbesserung 
vorgenommen werden. 

65 Nach Fig. 15 ist auf einer unteren Schicht aus TE- 
OS + NH3+ N 2 -Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschichr 
100 eine Siliziumoxidschicht 204 gebildet, die eine klei- 
nere Dielektrizitatskonstante von 3 bis 4 als die Silizi- 



DE 41 18 165 Al 

9 10 

umoxynitridschicht hat Im obigen Fall ist die Silizium- Oberflache eines Silizium-Halbleitersubstrates 1 gebil- 

oxidschicht 204 auf der TEOS + NH3 + N2- Plasma- det Das SRAM-Element 310 enthalt einen p-Wannen- 

CVD-Siliziumoxidschicht" gebildet, da ausgezeichnete bereich 311 und einen n-Wannenbereich 312, die in ei- 

Stufenbedeckung erforderlich ist Bei einer solchen nem aktiven Gebiet gebildet sind, das durch eine Ele- 

Konfiguration wird eine lsolierschicht zwischen Verbin- 5 mentisolationsoxidschicht 313 isoliert ist In der Haupt- 

dung, die hauptsachlich die Kapazitat zwischen Verbin- fliche des p-Wannenbereiches 312 ist eine n-Stdrstel- 

dungen bestimmt, die wesentlich fur Hochgeschwindig- lendiffusionsschicht 315 gebildet In der Hauptflache des 

keitsbetrieb ist, aus einer TEOS +02-Plasma-CVD-Sili- n-Wannengebietes 312 ist eine p-Storstellendiffusions- 

ziumoxidschicht" mit kleiner Dielektrizitatskonstante schicht 316 gebildet Jeweils im oberen Abschnitt (ober- 

gebildet, und damit kann eine Halbleitereinrichtung mit 10 halb) des p-Wannengebietes 311 und des n-Wannenge- 

der Moglichkeit eines Hochgeschwindigkeitsbetriebes bietes 312 ist eine Gateelektrode 314 gebildet Das 

hergestellt werden. Auch kann mit der TE- SRAM-Element 310 enthalt eine Polysiliziumverbin- 

OS + NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxynitridschicht'' dung 317, die jeweils im oberen Abschnitt (oberhalb) des 

100, die die TEOS + 02-Plasma«CVD-Siliziumoxid- p-Wannengebietes 3tl und des n-Wannengebietes 312 

schicht" 204 bedeckt, wie oben beschrieben, eine Halb- 15 angeordnet ist Eine erste lsolierschicht 3 ist so gebildet, 

leitereinrichtung mit uberlegener Zuverlassigkeit wie daB sie das SRAM-Element 310 bedeckt Auf der ersten 

Feuchtigkeitsbestandigkeit hergestellt werden. lsolierschicht 3 ist eine erste Verbindung 4 gebildet Die 

Fig. 16 ist eine Querschnittsdarstellung, die eine erste Verbindung 4 enthalt eine Bond- AnschluBflache 6. 

Halbleitereinrichtung nach einer weiteren Ausfuh- Eine TEOS-f NH3 + N2-Plasma-CVD-Siliziumoxyni- 

rungsform zeigt. Nach Fig. 16 ist auf einer Schutzisolier- 20 tridschicht" 100, die eine Schutzisolierschicht ist, ist so 

schicht, die durch eine Stapelung einer TE- gebildet, daB sie die erste Verbindung 4 bedeckt Eine 

OS -I- NH3 + ^-Plasma-CVD-Siliziumoxynttridschicht" Offnung 100a zum Freilegen der Bond-AnschluBflache 6 

100 und einer "SiH 4 + NH3 + N 2 -Plasma-CVD-Silizium- ist in der TEOS + NH3 + N 2 -Plasma-CVD-Siliziumox- 

nitridschicht M 201 gebildet ist, eine aus Polyimidharz, yni tridschicht" 100 gebildet Ein Bonddraht 24 ist mit der 

Silizium mit verlaufendem Polymerharz etc. gebildete 25 Bond-AnschluBflache 6 verbunden. Die Halbleiterein- 

Pufferdeckschicht 210 gebildet Die Existenz der Puffer- richtung ist ganzlich durch ein GieBharzversiegelungs- 

deckschicht 210 ermoglicht eine Erhohung der mechani- mittel 25 eingeschlossen. Eine Halbleitereinrichtung mit 

schen Starke des Halbleitersubstrates. einem solchen Aufbau erreicht die gleichen Effekte wie 

Obgleich in den beschriebenen Ausfuhrungsformen die oben beschriebenen Ausfuhrungsformen. Auf der 

Falle beschrieben wurden, bei denen TEOS als Beispiel 30 Oberflache des Halbleitersubstrates konnen auch ande- 

eines organischen Silans verwendet wurde, konnen an- re Elemente als DRAM-Elemente und SRAM-Elemente 

dere organische Silane beispielsweise Tetramethoxysi- gebildet werden, z. B. EPROM -Elemente, E 2 PROM-Ele- 

lan, Tetraisopropoxysilan, Ditert-butoxyacetoxysilan mente, Mikrocomputer-Schaltungselemente, logische 

etc. verwendet werden, urn ahnliche Wirkungen zu er- CMOS-Schaltungselemente, Bipolar-Transistorelemen- 

zielen. 35 te oder ahnliches. Wie oben gesagt, kann bei einer erfin- 

Auch wurde bei der beschriebenen Ausfuhrungsform dungsgemaBen Halbleitereinrichtung die mechanische 

der Fall beschrieben, daB der Verbindungsaufbau aus Starke einer Schutzisolierschicht auf ein Niveau ange- 

einer einzelnen Schicht besteht und die erste Verbin- hoben werden, das ausreicht, urn der Druckspannung 

dung aus einer Aluminiumverbindung besteht, die glei- des GieBharzes zu widerstehen. Damit konnen mechani- 

chen Effekte konnen jedoch erreicht werden, wenn die 40 sche Deformationen der Verbindungen oder Briiche in 

erste Verbindung aus einer anderen Metallverbindung der Schutzisolierschicht infolge der Deformation ver- 

wie einem Metall mit einem hohen Schmelzpunkt (W, hindert werden. Eine Siliziumoxynitridschicht ist im 

Mo, Ti etc.), aus Metallsiliziden mit hohem Schmelz- Vergleich zu einer Siliziumoxidschicht fein und hat da- 

punkt (WSia, MoSi2, T1S12 etc.) besteht, oder Polysilizi- mit eine uberlegene Sperrcharakteristik gegenuber von 

umverbindungen verwendet werden. Diese Verbin- 45 auBen kommender Feuchtigkeit Damit kann eine be- 

dungsstrukturen konnen auch Mehrschichtstrukturen zuglich der Zuverlassigkeit wie der Feuchtigkeitsbe- 

sein. standigkeit Uberlegene Halbleitereinrichtung herge- 

Bei den oben beschriebenen Ausfuhrungsformen stellt werden. 
wird die Siliziumoxynitridschicht nach dem Plasma- Beim Herstellungsverfahren der Halbleitereinrich- 
CVD-Verfahren unter Verwendung organischen Silans 50 tung nach einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
(TEOS) und eines Nitriergases (Stickstoff, Ammoniak) eine Schutzisolierschicht durch ein CVD-Verfahren mit- 
abgeschieden, es kann aber ein oxidierendes Gas wie tels Plasma unter Verwendung eines Mischgases mit 
Sauerstoff oder Ozon zu diesen Gasen hinzugefOgt wer- organischem Silan und einem Nitriergas abgeschieden. 
den, urn eine Siliziumoxynitridschicht zu bilden, urn den Bei diesem Verfahren findet eine Filmabscheidungsre- 
Oxidationsgrad in der Schicht zu erhohen, wenn es ge- 55 aktion, die ein Charakteristikum des Schichtbildungs- 
wunscht wird, die Dielektrizitatskonstante der Silizium- prozesses unter Nutzung organischer Silane ist, haupt- 
oxynitridschicht weiter zu verringern, und damit werden sachlich auf der Oberflache des Substrates statt, wo- 
die gleichen Effekte erreicht durch uberlegene Stufenbedeckung erreicht wird. Da- 
ta den beschriebenen Ausfuhrungsformen wurde der her kann, wenn die Schicht Uber eine Aluminiumverbin- 
Fall beschrieben, daB die Erfindung auf eine Halbleiter- w dung abgeschieden wird, die Dicke der Schutzisolier- 
einrichtung mit DRAM-Elementen auf der Oberflache schicht im unebenen Abschnitt hinreichend erhoht wer- 
des Halbleitersubstrates angewendet wird, die gleichen den, so daB sie der Druckspannung des GieBharzes wi- 
Effekte konnen jedoch auch bei Anwendung auf andere dersteht Im Ergebnis dessen k6nnen mechanische De- 
Halbleitereinrichtungen erreicht werden. formationen der Aluminiumverbindung und infolge der 
Fig. 17 ist eine Querschnittsdarstellung, die eine is Deformation in der Schutzisolierschicht erzeugte Brii- 
Halbleitereinrichtung zeigt, bei der SRAM-Elemente che verhindert werden. Die Schicht, die eine Siliziumox- 
auf der Oberflache des Halbleitersubstrates gebildet ynitridschicht mit N-Atomen mit kleinem Radius ent- 
sind. Nach Fig. 17 ist ein SRAM-Element 310 auf der halt, ist im Vergleich zu einer Siliziumoxidschicht feiner 
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und hat damit Gberlegene Sperrcharakteristik gegen- 
uber von auflen kommender Feuchugkeit Damit kann 
eine Halbleitereinrichtung mit Qberlegener Zuverlassig- 
keit wie Feuchtigkeitsbest2ndigkeit eta hergestellt wer- 
den. 5 

Patentanspruche 

1. Halbleitereinrichtung mit Schutzisolierschicht 
mit einem Halbleitersubstrat (1), auf dem Elemente 
(2) gebildet sind, io 
einem Verbindungsmuster (4) auf dem Halbleiter- 
substrat (1), das elektrisch mit den Elementen (2) 
verbunden ist; und 

einer Siliziumoxynitridschicht (100), die auf dem 
Halbleitersubstrat (1) so angeordnet ist, daQ sie das is 
Verbindungsmuster (4) bedeckt, 
wobei die Siliziumoxynitridschicht (100) unter Ver- 
wendung eines organisches Silan und ein Nitriergas 
enthaltenden Mischgases nach einem chemischen 
Gasphasenabscheidungsverfahren unter Verwen- 20 
dung eines Plasmas abgeschieden ist 

2. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die Siliziumoxynitridschicht 
(100) bei einer Schichtbildungstemperatur im Be- 
reich von 300 bis 450° C unter einem Schichtbil- 25 
dungsdruck im Bereich von 10 bis lOOTorr abge- 
schieden ist. 

3. Halbleitereinrichtung mit einer Schutzisolier- 
schicht mit 

einem Halbleitersubstrat (1), auf dem Elemente (2) 30 
gebitdet sind, 

einem Verbindungsmuster (4) auf dem Halbleiter- 
substrat (1), das elektrisch mit den Elementen (2) 
verbunden ist, und 

einer Siliziumoxynitridschicht (100), die auf dem 35 
Halbleitersubstrat (1) so aufgebracht ist, daB sie das 
Verbindungsmuster (4) bedeckt, und die 0,01 bis 0,5 
Gew.-% Hydroxylgruppen enthalt. 

4. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB auf der Silizi- 40 
umoxynitridschicht (100) eine Siliziumnitridschicht 
(201) nach einem chemischen Gasphasenabschei- 
dungsverfahren unter Nutzung eines Silan und ein 
Nitriergas enthaltenden Mischgases abgeschieden 
ist 45 

5. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schichtdicke der Silizium- 
oxynitridschicht (100) 3000 bis 10000 A und die 
Schichtdicke der Siliziumnitridschicht (201) 3000 
bislOOOOAbetragt 50 

6. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 
1 bis 3, gekennzeichnet durch eine zweite Silizium- 
oxynitridschicht, die keine Hydroxylgruppe auf- 
weist 

7. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB die zweite Siliziumoxynitrid- 
schicht (202) nach einem chemischen Gasphasenab- 
scheidungsverfahren unter Nutzung eines Silan, ein 
Nitriergas und ein Oxidiergas enthaltenden Gases 
abgeschieden ist eo 

8. Halbleitereinrichtung nach einem der AnsprQche 
1 bis 3, gekennzeichnet durch eine auf der Silizium- 
oxynitridschicht (100) angeordnete Siliziumoxid- 
schicht (203). 

9. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch 65 
gekennzeichnet, daB die Siliziumoxidschlcht (203) 
durch ein chemisches Gasphasenabscheidungsver- 
fahren mittels Plasma oder Warme unter Nutzung 
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eines Silan und ein Oxidiergas enthaltenden Misch- 
gases abgeschieden ist 

10. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Siliziumoxidschicht (203) 
unter Verwendung eines organischen Silans gebil- 
det ist 

11. Halbleitereinrichtung mit Schutzisolierschicht 
mit s 

einem Halbleitersubstrat (IX auf dem Elemente (2) 
gebildet sind, 

einem Verbindungsmuster (4), das auf dem Halblei- 
tersubstrat (1) gebildet und elektrisch mit den Ele- 
menten (2) verbunden ist, 

einer Siliziumoxidschicht (204), die auf dem Halb- 
leitersubstrat (1) so gebildet ist, daB sie das Verbin- 
dungsmuster (4) bedeckt; und 
einer Siliziumoxynitridschicht (100), die auf der Sili- 
ziumoxidschicht (204) angeordnet ist und 0,01 bis 
0,5 Gew.-% Hydroxylgruppen enthalt 

12. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Siliziumoxidschicht 
(204) nach einem chemischen Gasphasenabschei- 
dungsverfahren unter Nutzung organischen Silans 
und eines oxidierenden Gases gebildet ist 

11 Halbleitereinrichtung mit einer Schutzisolier- 
schicht mit 

einem Halbleitersubstrat (1), auf dem Elemente (2) 
gebildet sind; 

einem Verbindungsmuster (4), das auf dem Halblei- 
tersubstrat (t) gebildet und elektrisch mit den Ele- 
menten (2) verbunden ist; 

einer Siliziumoxynitridschicht (100), die auf dem 
Halbleitersubstrat (1) so gebildet ist, daB sie das 
Verbindungsmuster (4) bedeckt, und die 0,01 bis 0,5 
Gew.-% Hydroxylgruppen enthalt; und 
einer Pufferdeckschicht (210), die auf der Silizium- 
oxynitridschicht (100) zur Spannungsreduzierung 
gebildet ist 

14. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterein- 
richtung mit einer Schutzisolierschicht mit den 
Schritten 

Bilden von Elementen (2) auf einem Halbleitersub- 
strat (1); 

Bilden eines Verbindungsmuster (4), das elektrisch 
mit den Elementen (2) verbunden ist, auf dem Halb- 
leitersubstrat (1); und 

Abscheiden einer Siliziumoxynitridschicht (100) auf 
dem Verbindungsmuster (4), wobei die Siliziumox- 
ynitridschicht (100) nach einem chemischen Gas- 
phasenabscheidungsverfahren unter Nutzung eines 
Plasmas und Verwendung eines organisches Silan 
und ein Nitriergas enthaltenden Mischgases bei ei- 
ner Schichtbildungstemperatur im Bereich von 300 
bis 450° C und einem Schichtbildungsdruck im Be- 
reich von 10 bis lOOTorr abgeschieden wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das DurchfluBverhaitnis des organi- 
schen Silans zum Nitriergas 1 : 10 bis 1 : 30 betragt 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch 
gekennzeichnet, daB das organische Silan Tetraet- 
hoxysilan (TEOS) enthalt 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gasphasenab- 
scheidungsverfahren mit einer HF-Leistung im Be- 
reich von 0,5 bis 5 W/cm 2 durchgefilhrt wird. 
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